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【はじめに】深い準位にある不純物の密度と準位を Fermi-Dirac分布関 
( ) TTp 1−数に基づく を用いた評価方法では正確に求めることが困難で 

ある。そこで、励起状態を考慮した分布関数を用いた FCCS（Free Carrier 
Concentration Spectroscopy）法 1)を用いて結晶中の不純物密度と準位 
の評価を行う。 

【実験方法】室温で Alをイオン注入した 4H-SiC(アニール温度 1575℃、 
試料サイズ 4×4mm2、膜厚 2μm)及び、CREE社製 Al doped 4H-SiC  
Wafer(試料サイズ 10×10 mm2、膜厚 400μm)の四隅にオーミック電極 
(Ti/Al電極)を形成した。各試料において磁束密度 1.4T、測定温度範囲 

( )Tp100～580Kでホール効果測定を行い、正孔密度の温度依存性 を得た。 
【実験結果】励起状態を考慮した評価方法である FCCS法 1)よりアクセプ 
タ密度は 5.46×1018 cm-3、エネルギー準位は 177eVと求められた。Fermi-Dirac分布関数に基づく ( ) TTp 1− を用いた評価ではアクセプタ密度は
3.51×1019 cm-3、エネルギー準位は 162eVと求まった。イオン注入した Alの密度は 5.0×1018 cm-3であることから、FCCS法 1) が有効であると考
えられる。 

Temperature [K]

H
ol

e 
C

on
ce

nt
ra

tio
n 

[c
m

-3
]

f(∆EA)
fFD(∆EA)

experimental data

simulation results

Al implanted 4H-SiC

100 200 300 400

1012

1014

1016

1018

Temperature [K]

peak

experimental data
f(∆EA)
fFD(∆EA)

100 200 300 400

0

1

2

3

H
(T

,0
.2

19
) [
×1

042
cm

-6
eV

2.
5 ]

【謝辞】試料を提供していただいた三菱電機（株）先端技術総合研究所の杉本博司氏及び、イオン工学研究所の方々に深く感謝致します。 
【参考文献】1) H.Matsuura, International Conference on Silicon Carbide and Related Materials, pp.749, (2001) 
       


